
MoTe2縦型伝導素子における電極材料の影響 

The effect of electrode materials on MoTe2 vertical devices 
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原子層物質である遷移金属ダイカルコゲナイド(Transition metal dichalcogenides, TMDCs)を用い

た相変化物性とデバイス応用が近年注目を集めている。特に Mo（モリブデン）および W（タン

グステン）から構成される TMDCs は、電子物性が大きく異なる複数の単層結晶構造を持つとい

う、グラフェンには存在しない特徴を有し、相変化メモリなどの応用可能性が期待されている 

[1–3]。今回我々は相変化の電気的制御を目指し、様々な電極材料で TMDCs の一つである MoTe2

薄膜を挟み込んだ縦型伝導素子を作製し、その電気伝導特性を評価したので報告する。 

原子層材料である MoTe2取り出しと積層構造の作製は、劈開法およびポリマースタンプを用い

たドライ転写法を用いた [4]。電極材料として Au、Ag 等を用いて MoTe2を挟み込んだ構造を作

製し、MoTe2 を挟んだ上下の材料に対してコンタクトを取り、縦型伝導の電気伝導特性を評価し

た。Fig.1に作製した典型的な素子の光学顕微鏡像を示す。素子構造は、同一のMoTe2薄膜に対し

て異なる電極材料を組み合わせた縦型伝導部を測定できるよう設計している。講演では、様々な

膜厚の MoTe2材料に対して電極材料を様々な組み合わせで作製した縦型伝導素子の電気伝導特性

とその比較について報告する。 
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Fig.1: Optical microscope image of the typical MoTe2 vertical devices. 
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